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BC 413 - BC 414

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir rauscharme Vorstufen.
Silicon NPN epitaxial planar transistors for low noise input stages.

Abmessungen - Dimensions

MabBe in mm
M2:1

Kunststoffgehiause
= JEDEC TO 82
Gewicht - Weight
max. 02g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
BC413 BC414

Kollektor-Basis-Sperrspannung Usgo 45 50 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo a0 45 WV
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 5 v
Kollektorspitzenstrom lom 100 100 mé&
Basisspitzenstrom =1 20 20 mA
Gesamtverlustleistung

tamb S 25°C Ptﬂt 300 300 mw
Sperrschichttemperatur tj 150 150 °C
Lagerungstemperatur tstg —=55..+150 -65..4+150 “C
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Min. Typ. Max.
Wérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RthJA 420 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Upg = 30V lceo 15 nA
Upg = 30V, tymp = 125°C lceo 5 pA
Emitterreststrom
Ugg = 4V IEECI i5 nA,
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lp = 10 pA BC 413 Upgriceo 45 v
BC 414 U[EH}GBCI 50 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ig = 10mA BC 413 Upgpiceo® 30 v
BC 414 UpgRceo!) 45 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 10 pA UiBRrIEBO 5 v
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Min.
Kollektor-Séttigungsspannung
Ilc = 10mA,lg = 0.5mA Ucesat
Ilc = 10mA, (Ucg = 1V.I¢ = 11mA)  Ucggat?)
I = 100 mA, lB =5 mA UC-ES-EIt
Basis-Sattigungsspannung
|C = 10 mA, |B = 0,5 mA UBESBt
Ic = 100mA,lg =5 mA UEsat ')
Basis-Emitterspannung
Ugg = 5V.igc = 10 pA Uge
UCE= EV.JG = 100 pA UBE
Ugg =5V.lg = 2mA Uge 550
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Upg = 5V. I = 10 pA Gruppe B hgg 100
Gruppe C  hpg
Upg = 5V.lg = 2mA Gruppe B hpp 180
Gruppe C hFE 380
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur typn = 25°C
Transitfrequenz
Ugp = 5V. g = 10mA, f = 100 MHz fr
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ugg = 10V, 1 = 1MHz GCECI
Rauschmab
Uce = 5V.Ig = 200 pA Rg = 2kQ,
f = 30Hz..15 kHz F
Rauschspannung am Eingang des Transistors
Ugg = 5V. g = 200 pA
Rg = 2k0Q, f=10Hz..50Hz Up 3
[ E-
-.F-'I'II"IIII"_

|' Prifing [T Versaner T o sov

Gegenkopplung fir konstante Spannungsverstiirkung

Blockschaltbild der MeBschaltung fir: Uy,

T2482 Tik
l —
1) 'I? = 001, Ip = D3 ma 2) siehe Seite

see page 167

Typ. Max.
90 250 mVv
300 600 mVv

200 ©00 mVv

700 my
800 mYy
520 my
550 mVy

620 700 mV

150
270
280 480
500 800
250 MHz
25 pF
3 dB
0135 [y

3) iahe Blockschalibild
See diagram

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BC413 Datasheet

BC 413 - BC 414

Min. Typ. Max.
Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur typmp = 25°C
Emitterschaltung
Ucg =5V.Ic=2mA, f = 1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand

Gruppe B hje 32 45 85 kQ
Gruppe C  hjg & 87 15  kQ
Leerauf-Spannungsrickwirkung
Grl.lm E‘ hre 2 . 10""
Brunpﬂ G hre 3-10-4
KurzschluB-Stromverstarkung
Gruppe B hjs 240 330 S00
Gruppe C  hjg 450 600 900
Leerlauf-Ausgangsleitwert
Gruppe B hge 30 60 8
Gruppe C hge 60 110 S
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